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@ Protection d'interface do lignes tdl^phonlques 



@ 1^ prdsente invention conceme un proc^dd 
de protection contre des surcliarges d'une 
interface entre un central t6l6phonique et des 
relais relids k une ligne d'abonnd. consistant k 
disposer un circuit de protection unique au- 
det^ des retais de prise de ligne par rapport § 
rinterface, ce circuit de protection assurant une 
protection contre des surtensions, susceptible 
d'agir quand iesdits relais sont ouverts, et une 
protection contre des surintensit^s, susceptible 
d'agir quand les relais sont ferm^s. Un intemip- 
teur convnandS dispose entre chacun des 
conducteurs et la masse est fenm^ par suite de 
la detection d'une surtension ou d'une surinten- 
slt6. 
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La pr6sente invention conoerne ia protection 
contre des surcharges ^lectriques de centraux t6l4- 
phoniques et plus particuli^rement de I'lnterface en- 
tre une iigne t§l6phonique et ce central. Une teile in- 
terface est parexempie constitute d'une carte qui re- 
goit huit lignes ttltphonlques et est couramment d^ 
signte dans la technique par I'appeliation SUC 
d'aprte les termes anglo-saxons Subscriber Line In- 
terface Circuit (circuit d' interface de iigne d'abonn^). 

Toutefois, bien que la pr^ente invention soit d^ 
crite ci-aprSs dans le cadre de cette application, on 
notera que i'invention pr6voit 6galement un circuit de 
protection contre des surtensions etdes surintensitts 
qui peut tgaiement 8*appliquer ^ la protection d'un ou 
plusieurs conducteurs reli^ ^ d'autres types de dis- 
positifs tiectriques ou tlectroniques. 

l-a figure 1 reprtsente un mode de realisation 
classique d'une interface de Iigne d'abonnt (SLIC). 
Entre les conducteurs T et R (pointe et bague ou Tip 
et Ring) d'une iigne ttlSphonique d'abonnt et i'lnter- 
face SLIC« on trouve des resistances respectives R1 
et R2 et un circuit 1 de relats de prise de iigne 
command^ par des bobines ou autres circuits de de- 
tection et de commande connectts d'une part ^ la Ii- 
gne. d'autre part d interface. 

Le mode de protection usuel consiste ^ placer un 
dispositif de protection 2 entre les relais 1 et i'lnter- 
face SLIC. Ce dispositif de protection est pr^vu pour 
se d6clencher, c'est-^dire pour connecter I'un ou 
I'autre des conducteurs entre eux ou d la masse d^s 
que la tension sur la iigne d^passe d'une valeur dd- 
terminee le niveau de tension normal sur ia iigne, 
c'est-§-dire environ -48 volts pour le conducteur R et 
quelques volts ntgatifs pour le conducteur T. La pro- 
tection se dedenche parexempie quand le potentiel 
sur le conducteur T est plus positif que 1 0 V et que le 
potentiel sur le conducteur R est plus n§gatif que -60 
V, comme cela est represents en figure 2A. Bien que 
la figure 2Arepresente une protection de type k ecrS- 
tage. on pourra aussi prevoir une protection du type 
k retournement, avec laquelle, quand ia tension sort 
de la fourchette de -60 A +10 V, elie est ramen§e d la 
valeur de -48 ou 0 V. 

Les systemes les plus anclens utilisaient cette 
seule protection 2 car I'ensembie h relais 1 etait cons- 
tit ue de relats eiectromecaniques comma ndes par 
des bobines et que, quand ces relais etaient ouverts, 
une surtension sur la Iigne ne pouvait avoir aucun in- 
convenient. Oractuellement, on tend k remplacer les 
relais eiectromecaniques par des systemes k semi- 
conducteur dont les circuits de commande ne peu- 
vent supporter des differences de potentiel trop im- 
portantes sur ia Iigne. On prevoit ainsi couramment 
des dispositifs de protection suppiementaires 3 qui se 
dedenchent quand la tension sur la Iigne depasse un 
seuil determine, par exemple une tension de ± 250 
volts. Les dispositifs de protection 3 ont par exemple 
une courbe caracteristique telle que celle representee 



en figure 2B (oCi lis sont du type k retournement). Bien 
entendu. quand les relais 1 sont fermes, le dispositif 
de protection 2 agtra avant le dispositif de protection 
3 qui n'est alors pas utilise. 
5 Cette conception d'une double protection d'une 

Interface d'abonne presente deux Inconvenients fon- 
damentaux. 

D'une part, et bien evidemment, le prix de la pro- 
tection esteieve du seul fait qu'elle neoessite I'emploi 

10 d'au moins deux composants de protection qu'il fau- 
dra approvisionner et monter separement. 

D'autre part, si une surtension arrive tandis que 
les relais sont fermes, le dispositif de protection 2 en- 
trera en action mais, pendant la duree de la surchar- 

15 ge, une surintensite importante peut traverser les re- 
lais 1 et cette surintensite peutetre destructive quand 
les relais 1 sont du type k semiconducteur. 

Ainsi, un premier objet de la presente invention 
est de prevoir un nouveau mode de protection d'une 

20 interface d'abonne qui pallie les inconvenients prece- 
dents et evite {'apparition de surintensites dans les re- 
lais en cas de surcharge tandis que ceux-ci sont d 
retatferme. 

Pour attelndre cet objet, la presente invention 

25 prevoit un precede de protection contre des surchar- 
ges d'une interface entre un central teiephonique et 
des relais relies k une Iigne d'abonne, consistant k 
disposer un circuit de protection unique au-del^ des 
relais de prise de Iigne par rapport k I'lnterface, ce dr- 

30 cult de protection assurant une protection contre des 
surtensions, susceptible d'agir quand lesdits relais 
sont ouverts, et une protection contre des surintensi- 
tes, susceptible d'agir quand les relais sont fermes. 
Selon un mode de realisation de la presente in- 

35 vention, ce precede consiste k fermer un interrupteur 
commande dispose entre chacun des conducteurs et 
la masse, par suite de la detection d'une surtension 
ou d'une surintensite. 

Un autre objet de la presente invention est de 

40 prevoir une realisation sous forme de drcuit mono- 
lithique d'un dispositif de protection unique realisant 
une protection contre une surtension anivant sur I'un 
des conducteurs d'une Iigne ou une surintensite ap- 
paraissant dans cette Iigne. 

45 Un autre objet de la presente invention est de 

prevoir un tel circuit monolith ique qui soit particuliere- 
ment adapte k la protection d'une interface de Iigne 
d'abonne. 

Pour atteindre ces objets, il est prevu selon un 
so deuxieme aspect de la presente invention un compo- 
sant monoiithtque de protection contre des surchar- 
ges eiectriques susceptibles de se produire sur un 
conducteur en serie avec lequel est disposee une re- 
sistance de detection, ce composant ayant une face 
55 superieure et une ^ce inferieure et comprenant des 
premiere et deuxieme metallisations de face supe- 
rieure destinees k §trs connectees aux bornes de la- 
dite resistance, et une troisieme metallisation de face 
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inf^rieure destin^e d 6tre connect^e d la masse ; des 
premier etdeuxi^me thyristors fomr^^s t6te-b§che en- 
tre les premiere et troisi^me metallisations, la deuxi^ 
me metallisation correspondant d la gdchette de ces 
thyristors ; et une premiere diode & avalanche d'une s 
premiere polarlte entre les deuxi^me et trolsieme me- 
tallisations, et une deuxieme diode k avalanche de 
polaiite inverse entre I'une des premiere et deuxieme 
metallisations et la troisieme metallisation, ces pre- 
miere et deuxieme diodes etant disposees pour que io 
la mtse en conduction de Tune d'entre elles provoque 
la mtse en conduction de Tun des thyristors. 

Selon un mode de r^llsation de la presente in- 
vention, ce composant comprend un substrat du pre- 
mier type de conductivite ; une premiere region du 15 
deuxieme type de conductivite formee dans la sur- 
face sup6rieure du substrat ; une deuxieme region du 
deuxieme type de conductivite formee dans la surfa- 
ce inferleure du substrat ; une troisieme region du 
premier type de conductivite formee dans sensible- 20 
ment la moitie de la surface de la premiere region ; 
une quatrieme region du premier type de conductivite 
formee dans sensiblement la moitie de la surface de 
la deuxieme region et sensiblement compiementaire 
de la troisieme region ; une dnquieme region du pre- 25 
miertype de conductivite formee dans une portion de 
la premiere r^ion au-dessus d'une portion de la qua- 
trieme region ; une sixieme region du premier type de 
conductivite d fort niveau de dopage formee e I'lnter- 
face entre la premiere region et le substrat ; une sep- 30 
tieme region du premier type de conductivite e fort ni- 
veau de dopage fonmee e Tinterface entre la deuxie- 
me region et le substrat en regard d'au moins une par- 
tie de la quatrieme region ; une premiere metallisa- 
tion recouvrant ia troisieme region et la plus grande 35 
partie de la premiere region ; une deuxieme metalli- 
sation recouvrant une portion de la premiere region 
au voisinage de ia troisieme region et la cinquieme re- 
gion ; et une troisieme metallisation recouvrant les 
deuxieme et quatrieme regions. 40 

Selon un mode de realisation de la presente in- 
vention, la cinquieme region a la fbnme d'une languet- 
te etroite. 

Selon un mode de realisation de la presente in- 
vention, les troisieme et quatrieme regions compor- 45 
tent des courts-circuits d'emetteurs et la densite de 
trous de court-circuit d'emetteur est plus eievee dans 
la tn)isieme region que dans la quatrieme. 

Selon un mode de realisation de la presente in- 
vention, le premier thyristor comprend une structure so 
d 'amplification de courant de gdchette. 

Selon un mode de realisation de la presente In- 
vention, le composant comprend une huitieme region 
du deuxieme type de conductivite fonmee dans la pre- 
miere region et contenant une neuvieme region du 55 
premier type de conductivite, la deuxieme metallisa- 
tion recouvrant la hurtieme region et la cinquieme re- 
gion, une quatrieme metallisation reliant la neuvieme 



region e une portion de la premiere region volsine de 
la troisieme region. 

Selon un mode de realisation de la presente in- 
vention, le composant comprend dans sa surface su- 
perieure une region suppiementaire du deuxieme 
type de conductivite destinee e etre connectee d un 
circuit de detection de defaut, cette region suppie- 
mentaire etant pdarisee k un potent iel plus eieve que 
ceiui de toutes les autres homes du composant. 

Selon un avantage de la presente invention, le 
composant monollthique comprend un seul element 
de protection bidirectionnel principal connecte entre 
chacun des conducteurs de ligne etia masse. Cet ce- 
ment principal est mis en conduction ou bien parl'ap- 
paritlon d'une surintensitesuria ligne ou bien par {'ap- 
parition d'une surtension surau moins un conducteur 
de la ligne. Ainsi, dans ce composant nrK>nolithique. la 
surface peut etre reduite puisqu'il ne comprend pas 
d'eiements distincts de protection contre les surin- 
tensites et contre les surtensions mais un seul ce- 
ment de protection mis en oeuvre par des elements 
de declenchement sensibles k une surtension ou une 
surintensite, ces elements de declenchement n'etant 
pas amenes k laisser passer des courants Importants 
et ne devant done pas avoir une surface importante. 

Ces objets, caracteristlques et avantages ainsi 
que d'autres de la presente invention seront exposes 
en detail dans la description suivante de modes de 
realisation particuliers faite k tit re non-llmitatif en re- 
lation avec les figures jointes panmi lesquelles : 
les figures 1 , 2A et 2B destindes k illustrer un 
exemple du probieme pose dans le cas particuller 
de la protection d'une interface de ligne teiepho- 
nique d'abonn6 ont et6 d6crites pr6c6demment ; 
la figure 3 represente un schema sous forme de 
blocs du concept de protection d'interface de li- 
gne d'abonne selon la presente invention ; 
la figure 4 illustre sous forme de circuit un mode 
de realisation de la presente Invention ; 
les figures 5. 6 et 7 sont des vues en coupe sche- 
matiques illustrant divers modes de realisation 
d'un dispositif selon la presente Invention ; et 
les figures 8 et 9 representent respectivement 
une vue de dessus et une vue de dessous d'un 
mode de realisation du composant de la figure 7. 
La figure 3 illustre un systeme selon la presente 
Invention et son mode de connexion pour une protec- 
tion contre une surcharge d'une interface d'abonne et 
des relais de prise de ligne 1. Un dispositif de protec- 
tion unique 10 assure d'une part une protection 
contre une surtension, active quand les relais 1 sont 
ouverts, representee k tit re d'exemple en figure 3 par 
des doubles diodes de Shockley 11 et 12, et d'autre 
part une protection contre des surintensites, active 
quand les relais 1 sont fermes. Ce dispositif de pro- 
tection est connecte entre des bornes A et B dispo- 
sees de part et d'autre d'une resistance de detection 
Rd en serie avec le conducteur de pointe T de la ligne 
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et des bornes A' et B' dispos^es de part et d'autre 
d'une r^istance de detection R'd disposSe en sSrie 
avec le conducteurde bague R. Les surcharges dven- 
tueliement pr^sentes sont ^vacu^es vers une borne 
G relive parexemple dia masse. Quand une surinten- 5 
sit^ est d^tect^e. des commutateurs 13 et 14, dispo- 
ses respectivement entre la borne A et la borne G et 
entre la borne A' et la borne G, sontfemn^. Selon un 
aspect de ce disposltif qui sera divelopp^ ci-apr§s, 
la mise en conduction de i'un ou Tautre des dispositifs io 
de protection 11 et 12 entratne 6ga!ement imm6dla- 
tement la fenneture de i'interrupteur 13 ou 14 correa- 
pondant Ainsi, ia prSsente invention diverge du mode 
de protection usuel consistant^ disposer un disposltif 
de protection centre des surtensions aux bornes de 15 
I'interface SLIC elle-m§me et rempiace ce disposltif 
de protection contre des surtensions par un disposltif 
de protection contre des surintensitSs ce qui pr§sente 
Tavantage d'^viter toute apparition de surintensit^s 
dans les relais 1 quand ceux-ci sont d T^tat ferm^. 20 

La figure 4 represents sous forme de circuit le 
schema equivalent d'une nrK>itie du disposltif de pro- 
tection que vise ^ realiser la presente invention. Cette 
figure represents seulement les elements existant 
entre les bornes A, B et G, ce disposltif etant dupltque 25 
entre les bornes A\ B' et G. On trouve entre les bor- 
nes A et G deux thyristors tdte-beche T1 et 12 qui sont 
respectivement un thyristor ^ gSchette de cathode et 
un thyristor d gdchette d'anode. Ces gichettes sont 
connectees d la borne B. Ainsi, quand un courant cir- 30 
cule dans la resistance Rd, une difference de poten- 
tiel apparait entre la gdchette et reiectrode principale 
correspondante et provoque la mise en conduction de 
I'un ou I'autre de ces thyristors selon le sens de cir- 
culation du courant Le thyristor de polarite convene- 35 
bie entrera en conduction quand le potentiel sur sa 
gdchette differera du potentiel sur reiectrode princi- 
pale correspondante d'une valeur de I'ordre de 0,7 V. 
On choisira done la valeur R de la resistance en fonc- 
tion de la valeur du courant I pour lequel on veut de- 40 
clencher le syst^me de protection pour que Rl ^ale 
environ 0,7 V. AinsI, pour des courants I de I'ordre de 
1 00 ^1 200 mA, la resistance R aura une valeur de I'or- 
dre de 6 ^ 3 ohms. 

En outre, la presents invention prevott de dispo- 45 
ser des diodes k avalanche z1 et z2 entre ia masse 
et I'une des bornes Aou B. Dans une realisation pra- 
tique, comme on le verra ci-apres, ces diodes ava- 
lanche z1 et z2 se trouvent respectivement en serie 
avec des diodes d1 et d2 de polarite opposee. Ainsi, so 
par example, quand une surtension positive arrive sur 
les bornes A et B. la diode d avalanche z2 entrera en 
conduction et quand une surtension negative sera 
presente sur les bornes A et B, la diode ^ avalanche 
z1 entrera en conduction. Selon un aspect de la pre- 55 
sente invention, ces diodes d avalanche sont congues 
en relation avec les thyristors T1 et T2 pour que le d6- 
clenchement de la diode k avalanche z1 provoque ta 



mise en conduction du thyristor 11 et que le deden- 
chement de la diode d avalanche z2 provoque la mise 
en conduction du thyristor T2. Ainsi, les diodes k ava- 
lanche z1 etz2 ne seront pas traversees par des cou- 
rants importants puisque les surcharges seront eva- 
cuees par les thyristors T1 et T2. Les diodes k ava- 
lanche z1 et z2 pourront done etre de petite dimen- 
sion. 

La figure 5 represente tr^s schematiquement un 
mode de r^isation d'un composant selon la presen- 
te Invention connecte entre les bornes A, B, A', B' et 
G. On a indiqu6 sur la figure 5 les positions approxi- 
matives des divers composants semiconducteurs 
6quh/alents permettant de faire la relation avec le cir- 
cuit illustr^ en figure 4. La figure 6 represente une 
moitie agrandie de la figure 5. On se referera ci-aprds 
k Tensemble des figures 5 et 6. 

Comme le represente la figure 6, qui il lustre la 
moitie gauche d'un composant selon la presente In- 
vention, un tel composant est forme k partir d'un 
substratd'un premier type de conductivite qui sera ci- 
apres considere comme etant le type N. Dans les fa- 
ces superieure et inferieure de ce substrat sont for- 
mees des regions de type P respectives PI et P2. 
Une region de type N, N1, estformee dans sensible- 
ment la moitie de la surface de la region PI et une re- 
gion de type N, N2, estformee dans sensiblement la 
moitie de la surfaoe de la regbn P2, de fa^on sensi- 
blement compl6mentaire. De plus, une region detype 
N distincte. N3, estformee dans la region PI en re- 
gard d'une portion de la region N2 formee dans la 
face opposes. Une region de type N k niveau de do- 
page eiev6, N4, estformee k interface entre la re- 
gion PI et le substrat N sensiblement sous la region 
de contact de gdchette du thyristor T1 conrespondant 
aux regions N1-P1-N-P2. Une region de type N k fort 
niveau de dopage, NS, est formee k I'interface entre 
la region P2 et le substrat N au-dessus d'une partie 
de la region N2. Une metallisation M1 recouvre la plus 
grande partie de la surfaoe superieure des regions 
N1 et PI. Une metallisation M2 recouvre ta plus gran- 
de partie de la surface des regions P2 et N2 du c6te 
de la face inferieure du composant Une metallisation 
M3 recouvre une petite portion de la region PI, au voi- 
sinage de la region N1 et au-dessus de la region N4 
susmentionnee. Une metallisation M4 recouvre la re- 
gion N3. La metallisation Ml est reliee k la borne A 
les metallisations M3 et M4 k la borne B et la metal- 
lisation M2 k la borne G. 

En dehors des zones oO elles re pose nt sur des 
regions semiconductrioes, les metallisations repo- 
sent sur des couches minces Isolantes non-referen- 
cees (dassiquement des couches minces d'oxyde de 
silicium). 

Comme le representent les figures 4 et 5, la par- 
tie du composant selon I'invention illustree en figure 
6 incorpore les composants sulvants : 

- un thyristor T1 constitue des couches P2-N- 
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P1-N1 dont Tanode correspond ^ la m6tallisa- 
tion M2, la cathode d la metallisation M1 et la 
gSchette d la metallisation M3 ; 

- un thyristor T2 comprenant les couches P1-N- 
P2-N2 dont I'anode correspond d la mStallisa- 5 
tion M1 et la cathode d la metallisation M2. 
c'est-d-dire que ce thyristor T2 est en antiparal- 

leie avec le thyristor T1 (ce thyristor T2 
comprend en outre la region N3 qui constitue 
sa gSchette d'anode) ; io 

- une diode k avalanche z1 correspondant d la 
jonction P1-N4, dont I'anode correspond ^ la 
metallisation M3 et la cathode k la metallisation 
M2 (cette diode k avalanche z1 est en serie 
avec une diode d1 correspondant k la jonction 15 
N-P2) ; et 

- une diode k avalanche z2 correspondant k la 
jonction P2-N5, dont I'anode correspond k la 
metallisation M2 et la cathode k la metallisation 

M1 (cette diode k avalanche est en serie avec 20 
une diode d2 correspondant k la jonction PI- 
N). 

La structure des figures 5 et 6 conrespond done 
bien au schema equh^alent illustre en figure 4. Dans 
la partie droite de la figure 5 apparaissent des compo- 25 
sants eiementaires T1, T2, 2*1 , z'2, d'2 symetriques 
des composants decrits ci-dessus et connectes aux 
bornes A' B' et G. 

Le fonctlonnement du dispositif est le survant. 
Quand les relais 1 sont ouverts et qu'une surtension 30 
negative par rapport k la masse survient sur les bor- 
nes A et B, la diode k avalanche z1 entre en avalan- 
che et des porteurs sont generes au voisinage de la 
Jonction P1-N. En consequence, le thyristor T1 de- 
viant passant et la surtension est evacuee vers la as 
masse par ce thyristor T1. 

Quand les relais 1 sont ouverts et qu'une surten- 
sion positive par rapport k la masse survient sur les 
bornes A et B. la diode k avalanche z2 entre en ava- 
lanche. Cette mise en avalanche cree une generation 40 
de porteurs au voisinage de la jonction N-P2 du thy- 
ristor T2 et ce thyristor entre k son tour en conduction. 

Quand les relais 1 sont ferm6set qu'une surinten- 
site negative survient sur la ligne, une tension positi- 
ve apparaTl entre la borne B et la borne A. Quand cet- 45 
te tension atteint environ 0,7 V, un courant de gachet- 
te peut circuler dans la jonction P1-N1 et le thyristor 
k gichette de cathode T1 s'amorce de fa9on classi- 
que. 

Quand les relais 1 sont fermes et qu'une surinten- so 
site positive survient sur la ligne, un courant positif 
circule de la borne A ^ la borne B et un potentiel positif 
apparait entre ces bornes. AInsi, la jonction P1-N3 est 
polarisee en direct et des que Ton atteint la tension 
de seuil de conduction en direct de la diode P1-N3 ss 
(environ 0,7 V), une circulation de courant dans la 
jonction P1-N3 provoque la generation de porteurs 
egalement au voisinage de la jonction P1-N et ceci 



provoque I'amorpage du thyristor T2 (P1-N-P2-N2). 

On a expose ci-dessus le fonctlonnement gene- 
ral d'un composantselon la presente invention. II ^ut 
en outre qu'il satisfasse k diverses caracteristiques 
de sensibilite et de symetrie pourremplirconvenable- 
ment la fonctlon qu'il doit assumer. 

L'amorgage du thyristor T1 ou T2 par la diode k 
avalanche z1 ou z2 ne pose pas de probieme parti- 
culler. It suff ira de choisir le niveau de dopage des re- 
gions N4 et N5 pour obtenir une tension d'avalanche 
souhaitee, parexemple 250 vdts. De plus, en cas de 
surcharge tandis que les relais sont ouverts, en fin de 
surcharge, aucune tension n'est presente sur la ligne 
et celul des thyristors T1 ou 12 qui est entre en 
conduction se desamoroe naturel lenient. 

Le probieme est plus complique en cas d'amor- 
gage par une surintensite. En effet, le dispositif doit 
satisfaire k trois contraintes. 

La premiere contrainte est que les thyristors doi- 
vent s'amorcer pour le passage d'u n courant determi- 
ne dans la resistance R, par example un courant de 
I'ordre de 200 milliamperes. Pour atteindre ce resul- 
tat, II faut que le courant de gichette susceptible de 
mettre en conduction les thyristors soitfaible devant 
le courant dans la resistance Rd, parexemple de I'or- 
dre de 20 milliamperes. II en resulte que les thyristors 
T1 et T2 doivent etre relativement sensibles. 

La deuxieme contrainte est que le dispositif doit 
etre aussi symetrique que possible, c'est-^-dlre 
s'amorcer pour sensiblement les memes seuils de su- 
rintensite positive et negative. 

La troisieme contrainte se presente en particulier 
dans le cas ou le dispositif est destine k protegerune 
ligne teiephonique. Alors, quand les retais sont fer- 
mes, il apparaften permanence une tension de I'ordre 
de -48 V sur la borne de bague (R) par rapport k la 
borne G. II faut done que le thyristor (T1 ou ri) dont 
I'anode correspond k la borne 6 et la cathode k la 
borne de bague pulsse se rebloquer quand une ten- 
sion de 48 V est presente entre ces bornes. Ceci ne 
pose pas de probieme critique pour le thyristor T1 ou 
T'1 car la resistance Rd se trouve en s6rie avec le thy- 
ristor et la contrainte sur le courant de maintien du 
thyristor est en pratique raisonnable. Par contre, en 
examinant la figure 6, on voit qu'il exists en outre un 
thyristor parasite P2-N-P1-N3 dont I'anode corres- 
pond k la borne G et la cathode k la borne B. Cette 
borne B est directement reliee k la tension de -48 V. 
II ^udra done que ce thyristor parasite presente un 
courant de maintien eieve pour ne pas rester conduc- 
teur k la fin d'une surcharge. 

On montrera ci-aprds que Ton peut satisfaire k 
ces trois contraintes par un choix approprie des sur- 
faces des diverses couches, des dispositions des re- 
gions de gSchette, et des densites des trous de court- 
circuit d'emetteur formes k travers les regions N1 et 
N2. 

La figure 7 represente une vue en coupe d'une 
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variante d'un demi-composant selon la presents in- 
vention dans laquelle on a adjoint au disposttif de la 
figure 6 une structure ^ amplification de courant de 
gSchette pour ie thyristor T1 et une structure d'indi- 
cation de d^faut 

La partie drolte de la figure 7 est Identique ^ la fi- 
gure 6 et de mgmes couches et regions y sont d^si- 
gndes parde mSmas r^f^rences. 

Une region de type P, P7» est form6e h partir de 
la face supSrieure du substrat N au voisinage de la r^ 
gion de gdchette du thyristor 11. Dans la region P7 
estfonm^e une region de type N, N7. La region N4 au 
lieu d'etre form^e sous une portion de la r^ion P1 est 
fonmSe sous la region P7. La metallisation M3, au lieu 
d'etre dispos6e sur une portion de la region P1 est 
disposes sur une surface apparente de la region P7 
et une metallisation M7 relie une partie de la surface 
superieure de la region N7 ^ une partie de la surface 
sup^rieure de la region P1. La metallisation M7 n'est 
pas relive ^ une borne exterieure. l-a metallisation M3 
est reliee d la borne 6. On a ainsi forme defagon das- 
sique un thyristor T1 ^ amplification de gdchette dont 
ia sensibllite est augmentee. La diode i avalanche z1 
con-espond maintenantSi la jonction P7-N4 et, comme 
auparavant, sa mise en conduction dedenchera la 
mise en conduction du thyristor T1. 

En autre, la presente invention prevoit d'associer 
au composant decrit precedemment un detecteur de 
defaut. Pour cela, une region suppiementaire P8 est 
formee dans la surfaoe superieure du substrat 1 et 
estsolidaire d'une metallisation M8 reliee k une borne 
D. Cette borne D est reliee d un indlcateur de defaut 
et h une source de tension plus positive que celle de 
chacune des bornes A, B et G. Ainsi, en fonctlonne- 
ment normal, il existe entre la borne D et chacune des 
bornes A, B et G une jonction bloquante (les jonctions 
N-P1, N-P7 et N-P2). Par centre, si par suite d'une 
surcharge trop intense, te composant selon la presen- 
te invention entre en court-circuit. Tune des jonctions 
N-P1, N-P7 ou N-P2 sera detruite et correspondra k 
un court-circuit Alors, un courant sera susceptible de 
passer entre la borne D et Tune des bornes A, 6 et 
G. Ce courant sera detecte parte detecteur de defaut. 
Ce detecteur de defaut peut etre associe dun syste- 
me de visualisation ou d'alarme proche ou distant du 
composant 

Les figures 8A et 8B representent respectlve- 
ment une vue de dessus et une vue de dessous re- 
tournee du composant II lustre en figure 7 qui en est 
une vue en coupe selon les llgnes 7-7 marquees en 
figures 8A et 8B. Dans ces figures, les contours des 
metallisations sont designes par des traits contlnus, 
tes contours des regions P par des tirets, et les 
contours des regions N par des suites de points. 

On reconnail ainsi en figure 8Ales metallisations 
M1, M3-M4 (une seule metallisation), M7 et M8, les 
regions de type P, P1 , P7 et P8, et les regions de type 
N, N1. N3 et N7. La region IM4 non representee 
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s'etend sensiblement sous la region P7. Sous la me- 
tallisation M7, on a represente par des hachures les 
zones de contact avec la region N7 et avec une por- 
tion servant de gdchette de la region PI. Le reste de 

5 la metallisation N7 est forme sur un isolant (un oxy- 
de). De mSme. pour la metallisation M3-M4, on a re- 
presente par des hachures son contact avec la region 
N3 et avec la portion de la region P7 ou n'est pas for- 
mee la region N7. Cette figure 8A ne constitue qu'un 

10 exemple de realisation d'une structure selon la pre- 
sente Invention. On en notera toutefols les caracteris- 
tiques suivantes : 

- la region PI occupe la plus grande partie de la 
surface du composant ; 

15 - la region N1 occupe sensiblement la moitie de 

la surface de la region PI ; 

- la densite de trous de court-circuit d'emetteur 
HI formes dans la region N1 est relatlvement 
eievee pour que le thyristor T1 presente un 

20 courant de maintien relativement eieve, i'ob- 

tention d'une sensibilite eievee pour ce thyris- 
tor etant obtenue grSce e la structure d'ampli- 
fication de courant de gdchette ; 

- la region N3 est constltuee d'une bande allon- 
25 gee et etroite pour que le thyristor parasite P2- 

N-P1-N3 presente un courant de maintien eie- 
ve. Cette bande N3 a par exemple une largeur 
de I'ordre de 120 micrometres ; 

- la region N7 constituant I'emetteur du thyristor 
30 pilote est exempte de trous de court-circuit 

pour obtenir une forte sensibilite. 
Dans la vue de dessous de la figure 8B, on recon- 
nait la metallisation M2, la region de type P, P2. la re- 
gion de type N, N2, et la region de type N, N5, formee 
35 d I'interface des regions P2 et N. Dans cette figure, 
on notera que : 

- ta region P2 ne s'etend pas sous la region P8 
(ceci n'est toutefois pas necessaire) ; 

- la region N2 comporte une tres faible densite 
40 de trous de court-circuit d'emetteur. Ceci est 

destine d obtenir une sensibilite relativement 
eievee pour le thyristor d gdchette d'anode 12. 
Bien entendu, la consequence en est que ce 
thyristor aura un courant de maintien ^ible 
45 ma is cela n'est pas gSnant puisque, comme on 

I'a indique precedemment, h la fin d'une sur- 
charge, ce thyristor volt une tension sensible- 
ment nulle d ses bornes. 
Bien entendu, la presente invention est suscep- 
50 tible de nombreuses variantes et modifications qui 
apparaitront e I'homme de I'art notamment en ce qui 
concerne les types de topologle des diverses cou- 
ches illustrees e titre d'exemple seulement en figures 
8Aet8B. 

55 Bien que les types de conducth/lte de toutes les 

couches puissent etre intervertis, on preferera la 
structure illustree dans laquelle le substrat est de 
type N pour penmettre d'assurer convene blement le 
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compromis entre sensibility et courant de malntien 
dScrit pr^c^demment 

De plus, blen que Von ait appei§ *masse" dans ta 
pr6sente description ta borne d potentiel fixe vers la- 
quelle sont ^vacu^es les surcharges, on notera que ' 5 
cette "nnasse" peut dtre autre que la niasse du circuit 
d prot^ger et que le potentiel de rSf^rence de la ligne. 



Revendications io 

1. Proc^dS de protection contre des surcharges 
d'une interface entre un central t^l^phonique et 
des relais relics d une ligne d'abonn^, consistant 

d disposer un circuit de protection unique au-del^ 15 
des relais de prise de ligne par rapport d I'inter- 
face, caract^risS en ce que ce circuit de protec- 
tion assure une protection contre des surten- 
slons, susceptible d'aglrquand lesdits relais sont 
ouverts, et une protection contre des surintensi- 20 
t6s, susceptible d'agir quand les relais sont fer- 
nf>6s. 

2. Proc6d6 selon la revendlcation 1, consistant d 
farmer un tnterrupteur command^ dispos6 entre 25 
chacun des conducteurs et la masse, par suite de 

la detection d'une surtension ou d'une surinten- 
srty. 

3. Composant monolith ique de protection contre 30 
des surcharges dlectriques susceptibles de se 
produire sur un conducteur en s^rie avec lequel 
estdispos^e une resistance de detection (Rd), ce 
composant ayant une face sup6rieure et une face 
inf6rieure et comprenant : 35 

des premiere et deuxiSme metallisations 
de face sup^rieure (Ml, M3-M14) destinies d 
etre connectees aux bornes (A, 6) de ladite resis- 
tance (Rd), et une troisi^me metallisation de face 
inferieure (M2) destinee e Stre connectee e la 40 
masse ; 

des premier et deuxieme thyristors (T1. 
T2) fomries tete-bdche entre les premiere et troi- 
sieme metallisations, la deuxieme metallisation 
conrespondant e la gdchette de ces thyristors ; et 45 

une premiere diode e avalanche (z1) d'une 
premiere polarite entre les deuxieme et trolsieme 
metallisations, et une deuxieme diode k avalan- 
che (z2) de polarite inverse entre Tune des pre- 
miere et deuxieme metallisations et la trolsieme so 
metallisation, ces premiere et deuxieme diodes 
etant disposees pour que la mise en conduction 
de I 'une d'entre elles provoque la mise en 
conduction de Tun des thyristors. 

55 

4. Composant monolith ique de protection selon la 
revendlcation 3, comprenant : 

un substratdu premier type de conductivi- 



te (N) ; 

une premiere region du deuxieme type de 
conductivite (P1) formee dans la surface supe- 
rieure du substrat ; 

une deuxieme region du deuxieme type de 
conductivite (P2)fonfnee dans la surface inferieu- 
re du substrat ; 

une troisieme region du premier type de 
conductivite (N1) formee dans sensiblement la 
moitie de la surface de la premiere region (PI) ; 

une quatrieme region du premier type de 
conductivite (N2) fonmee dans sensiblement la 
moitie de la surface de la deuxieme region (P2) 
et sensiblement compiementalre de la trolsieme 
region (N1) ; 

une cinquieme region du premier type de 
conductivite (N3) formee dans une portion de la 
premiere region (PI) au-dessus d'une portion de 
la quatrieme region ; 

une sixieme region du premier type de 
conductivite e fort niveau de dopage (N4) formee 
e I'interface entre la premiere region (P1) et le 
substrat ; 

une septieme region du premier type de 
conductivite e fort niveau de dopage (N5)fomnee 
e I'interface entre la deuxieme region (P2) et le 
substrat (N) en regard d'au moins une partie de 
la quatrieme region (N2) ; 

une premiere metallisation (Ml) reoou- 
vrant la trolsieme region (N1) et la plus grande 
partie de la premiere region (P1) ; 

une deuxieme metallisation (M3, M4) re- 
couvrant une portion de la premiere region (P1) 
au volslnage de la troisieme region et la cinquie- 
me region (N3) ; et 

une troisieme metallisation recouvrant les 
deuxieme (P2) et quatrieme (N2) regions. 

5. Composant de protection selon la revendlcation 
4, caracterise en ce que la cinquieme region (N3) 
a la forme d'une languette etroite. 

6. Composant de protection seton la revendlcation 
4, caracterise en ce que les troisieme et quatrie- 
me regions (N1, N2) comportent des courts- 
circuits d'emetteurs et en ce que la densite de 
trous de court-circuit d'emetteur est plus eievee 
dans la troisieme region que dans la quatrieme. 

7. Composant de protection selon la revendlcation 
3, caracterise en ce que le premier thyristor 
comprend une structure d'amplif ication de cou- 
rant de gichette (P7, N7). 

8. Composant de protection selon les revendica- 
tions 3, 4 et 7, caracterise en ce qu'il comprend 
une huitieme region du deuxieme type de oon- 
ductivite (P7) formee dans la premiere region et 
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contenant une neuvidme region du premier type 
de conductivity (N77, la deuxidme metallisation 
(M3. M4) recouvrant la huiti^me rdgion (P7) et la 
cinqui^me region (N3), une quatri^me metallisa- 
tion reliant la neuviSme region (N7) ^ une portion 5 
de la premiere region (PI) voisine de la troisieme 
region (IM1). 

9. Ccmposant de protection selon la revendicatlon 

4, caracterise en ce qu'il comprend dans sa sur- io 
face superieure une region suppiementaire du 
deuxieme type de conductivite (P8) destinee d 
§tre connectee ^ un circuit de detection de de- 
faut, cette region suppien^ntaire etant polarisee 
^ un potentiel plus eieve que celui de toutes les f 5 
autres bornes du composant 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



SO 



8 



EP 0 687 051 A1 




EP 0 687 051 A1 




EP0 687 051 A1 



Office europeen 
des brevets 



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 



EP 95 41 0041 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 






CltMioada4oamcBta«ccin<cadoa,eacadebaMi, S 


cvconestiM 


CLASSmEI^iT DC lA 
DEMANDS OstaO 


X \\ 


rfO-A-82 02287 (ERICSSON) 

■ page 3, Hgne 22 - page 5, ligne "?; 

figure 4 * 


L 


H02H9/02 
H02H9/04 
H01L27/02 


A 


FR-A-2 504 323 (LA 

RADIOTECHNIQUE-COMPELEC) 

* revendicatlon 1; figure 1 * 


1 




K 


EP-A-0 186 873 (NIPPON TELEGRAPH AND 
TELEPHONE) 

* page 12. ligne 18 - page 13» ligne 2; 
figures 6,9,11,13,14 * 


1,3 




A 


US-A-4 849 846 (HUNG ET AL.) 

• colonne 5, Hgne 7 - ligne 16 " 

• colonne 8, ligne 8 - ligne 9; 
revendicatlon 6; figures 3,4 » 


1.3 




A 


GB-A-2 186 763 (THE GENERAL ELECTRIC 
COMPANY PLC) 

* page 1, ligne 89 - ligne 93; figure 2 * 


1.3 








DOMAINES TECHNIQUES 
■CCHESCUES (lBt.a.6) 


A 


R-A-2 613 131 (THOMSON) 
• abrege; figure 4 * 


3,4 


H02H 
HOIL 


A 


FR-A-2 566 582 (LE SILICIUM SEMICOMDUCTEUR 

SSC) 

* page 2, ligne 10 - ligne 28; figures * 


3,4 




u 









BERLIN 



6 Septembre 1995 



Kempen* P 



CATEGOBIE DCS DOCUMENTS OTIS 

X : puttcnHiRnal pcftimt i ltd HOl 
Y : rartlaiUlm«i pcftliKftt cr — '''' 
■am ^ocBMit « U ata* 

P 1 4oeaBMU iHtacililn 



T : tbtoric M priKipt i U test At t 
C : 4ocnBcat itbmc latMcv. luU psMlfe 1 1& 

itta 4t ttpA M aprts em tete 
D : clt*laaaUA«uait 

L : dt« poir rnM ntm 



12 



